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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板に重合性液晶組成物を坦持させて重合性液晶組成物層を形成する第一工程、重合性液
晶組成物層にマスクを介して活性エネルギー線を照射することにより露光部を硬化させる
第二工程、未硬化部を除去する第三工程を含んでなるパターン化位相差フィルムの製造方
法において、マスクと重合性液晶組成物層との距離ｄ（μｍ）と活性エネルギー線の平行
度θ（度）が、以下式（１）
　ｄ×tan（θ）　式（１）
で計算される値が5.3以下であり、かつ、重合性液晶組成物層が含有する重合禁止剤の濃
度（ppm）を、重合性液晶組成物層が含有する重合開始剤の濃度（質量%）で除した値が33
3～3750の範囲であることを特徴とするパターン化位相差フィルムの製造方法。
【請求項２】
活性エネルギー線が紫外線であり、かつ照射量が80～300mJ/cm2である請求項１記載のパ
ターン化位相差フィルムの製造方法。
【請求項３】
未硬化部を除去する工程が、未硬化部を有機溶媒を用いて溶解洗浄する手段を含んでなり
、かつ洗浄処理時間が20秒以上である請求項１記載のパターン化位相差フィルムの製造方
法。
【請求項４】
第三工程の後に、再度活性エネルギー線を照射する工程を有する請求項１記載のパターン
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化位相差フィルムの製造方法。
【請求項５】
重合性液晶組成物が一般式（I）
【化１】

（式中、Pは反応性官能基を表し、Spは炭素原子数１～２０のスペーサー基を表し、mは０
又は１を表し、MGはメソゲン基又はメソゲン性支持基を表し、R1は、ハロゲン原子、シア
ノ基又は炭素原子数１～２５のアルキル基を表すが、該アルキル基は１つ以上のハロゲン
原子又はCNにより置換されていても良く、この基中に存在する１つのCH2基又は隣接して
いない２つ以上のCH2基はそれぞれ相互に独立して、酸素原子が相互に直接結合しない形
で、-O-、-S-、-NH-、-N(CH3)-、-CO-、-COO-、-OCO-、-OCOO-、-SCO-、-COS-又は-C≡C-
により置き換えられていても良く、あるいはR1は一般式（I-a）
【化２】

（式中、Pは反応性官能基を表し、Spは炭素原子数１～２０のスペーサー基を表し、mは０
又は１を表す。）で表される構造を表す。）で表される化合物を含有する請求項１記載の
パターン化位相差フィルムの製造方法。
【請求項６】
一般式（I）において、Spがアルキレン基を表し（該アルキレン基は１つ以上のハロゲン
原子又はCNにより置換されていても良く、この基中に存在する１つのCH2基又は隣接して
いない２つ以上のCH2基はそれぞれ相互に独立して、酸素原子が相互に直接結合しない形
で、-O-、-S-、-NH-、-N(CH3)-、-CO-、-COO-、-OCO-、-OCOO-、-SCO-、-COS-又は-C≡C-
により置き換えられていても良い。）、MGが一般式（I-b）
【化３】

（式中、A1、A2及びA3はそれぞれ独立的に、1,4-フェニレン基、1,4-シクロヘキシレン基
、1,4-シクロヘキセニル基、テトラヒドロピラン-2,5-ジイル基、1,3-ジオキサン-2,5-ジ
イル基、テトラヒドロチオピラン-2,5-ジイル基、1,4-ビシクロ(2,2,2)オクチレン基、デ
カヒドロナフタレン-2,6-ジイル基、ピリジン-2,5-ジイル基、ピリミジン-2,5-ジイル基
、ピラジン-2,5-ジイル基、1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-2,6-ジイル基、2,6-ナフチ
レン基、フェナントレン-2,7-ジイル基、9,10-ジヒドロフェナントレン-2,7-ジイル基、1
,2,3,4,4a,9,10a-オクタヒドロフェナントレン2,7-ジイル基又はフルオレン2,7-ジイル基
を表し、該1,4-フェニレン基、1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-2,6-ジイル基、2,6-ナ
フチレン基、フェナントレン-2,7-ジイル基、9,10-ジヒドロフェナントレン-2,7-ジイル
基、1,2,3,4,4a,9,10a-オクタヒドロフェナントレン2,7-ジイル基及びフルオレン2,7-ジ
イル基は置換基として１個以上のF、Cl、CF3、OCF3、シアノ基、炭素原子数１～８のアル
キル基、アルコキシ基、アルカノイル基、アルカノイルオキシ基、炭素原子数２～８のア
ルケニル基、アルケニルオキシ基、アルケノイル基又はアルケノイルオキシ基を有してい
ても良く、Z0、Z1、Z2及びZ3はそれぞれ独立して、-COO-、-OCO-、-CH2 CH2-、-OCH2-、-
CH2O-、-CH=CH-、-C≡C-、-CH=CHCOO-、-OCOCH=CH-、-CH2CH2COO-、-CH2CH2OCO-、-COO C
H2CH2-、-OCOCH2CH2-、-CONH-、-NHCO-又は単結合を表し、nは０、１又は２を表す。）で
表される構造を表し、Pが一般式（I-c）、一般式（I-d）及び一般式（I-e）
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【化４】

（式中、R21、R22、R23、R31、R32、R33、R41、R42及びR43はそれぞれ独立的に水素原子
、ハロゲン原子又は炭素原子数１～５のアルキル基を表し、nは０又は１を表す。）で表
される置換基からなる群より選ばれる置換基を表す、で表される化合物を含有する請求項
５記載のパターン化位相差フィルムの製造方法。
【請求項７】
重合性液晶組成物が一般式（II）

【化５】

（式中、mは０又は１を表し、W1及びW2はそれぞれ独立的に単結合、-O-、-COO-又は-OCO-
を表し、Y1及びY2はそれぞれ独立的に-COO-又は-OCO-を表し、r及びsはそれぞれ独立的に
２～１８の整数を表すが、式中に存在する1,4－フェニレン基は炭素原子数１～７のアル
キル基、アルコキシ基、アルカノイル基、シアノ基、又はハロゲン原子で一つ以上置換さ
れていても良い。）で表される化合物を含有する請求項６記載のパターン化位相差フィル
ムの製造方法。
【請求項８】
重合性液晶組成物が一般式（III）

【化６】

（式中、Z1は水素原子、ハロゲン原子、シアノ基又は炭素原子数１～２０の炭化水素基を
表し、Z2は水素原子又はメチル基を表し、tは０又は1を表し、A、B及びCはそれぞれ独立
的に、1,4－フェニレン基、隣接しないCH基が窒素で置換された1,4－フェニレン基、1,4
－シクロヘキシレン基、１つ又は隣接しない２つのCH2基が酸素又は硫黄原子で置換され
た1,4－シクロヘキシレン基、1,4－シクロヘキセニレン基を表すが、式中に存在する1,4
－フェニレン基は炭素原子数１～７のアルキル基、アルコキシ基、アルカノイル基、シア
ノ基又はハロゲン原子で一つ以上置換されていても良く、Y3及びY4はそれぞれ独立的に単
結合、-CH2CH2-、-CH2O-、-OCH2-、-COO-、-OCO-、-C≡C-、-CH=CH-、-CF=CF-、-（CH2）

4-、-CH2CH2CH2O-、-OCH2CH2CH2-、-CH=CHCH2CH2-、-CH2CH2CH=CH-、-CH=CHCOO-、-OCOCH
=CH-、-CH2CH2COO-、-CH2CH2OCO-、-COO CH2CH2-又は-OCOCH2CH2-を表し、Y5は単結合、-
O-、-COO-、-OCO-又は-CH=CHCOO-を表す。）で表される化合物を含有する請求項６記載の
パターン化位相差フィルムの製造方法。
【請求項９】
重合性液晶組成物が一般式（IV）

【化７】
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（式中、Z3は水素原子、ハロゲン原子、シアノ基又は炭素原子数１～２０の炭化水素基を
表し、Z4は水素原子又はメチル基を表し、W3は単結合、-O-、-COO-又は-OCO-を表し、vは
２～１８の整数を表し、uは０又は１を表し、D、E及びFはそれぞれ独立的に、1,4－フェ
ニレン基、隣接しないCH基が窒素で置換された1,4－フェニレン基、1,4－シクロヘキシレ
ン基、１つ又は隣接しない２つのCH2基が酸素又は硫黄原子で置換された1,4－シクロヘキ
シレン基、1,4－シクロヘキセニレン基を表すが、式中に存在する1,4－フェニレン基は炭
素原子数１～７のアルキル基、アルコキシ基、アルカノイル基、シアノ基又はハロゲン原
子で一つ以上置換されていても良く、Y6及びY7はそれぞれ独立的に単結合、-CH2CH2-、-C
H2O-、-OCH2-、-COO-、-OCO-、-C≡C-、-CH=CH-、-CF=CF-、-（CH2）4-、-CH2CH2CH2O-、
-OCH2CH2CH2-、-CH=CHCH2CH2-、-CH2CH2CH=CH-、-CH=CHCOO-、-OCOCH=CH-、-CH2CH2COO-
、-CH2CH2OCO-、-COO CH2CH2-又は-OCOCH2CH2-を表し、Y8は単結合、-O-、-COO-、-OCO-
又は-CH=CHCOO-を表す。）で表される化合物を含有する請求項６記載のパターン化位相差
フィルムの製造方法。
【請求項１０】
重合性液晶組成物がベンゼン誘導体、トリフェニレン誘導体、トルキセン誘導体、フタロ
シアニン誘導体又はシクロヘキサン誘導体を分子の中心の母核とし、直鎖のアルキル基、
直鎖のアルコキシ基又は置換ベンゾイルオキシ基がその側鎖として放射状に置換した構造
である円盤状液晶化合物を含有する請求項１記載のパターン化位相差フィルムの製造方法
。
【請求項１１】
円盤状液晶化合物が一般式（V）で表される重合性液晶組成物を含有する請求項１０記載
のパターン化位相差フィルムの製造方法。
【化８】

（式中、R5はそれぞれ独立して一般式（V-a）で表される置換基を表す。）
【化９】

（式中、R6及びR7はそれぞれ独立的に水素原子、ハロゲン原子又はメチル基を表し、R8は
炭素原子数１～２０アルコキシ基を表すが、該アルコキシ基中の水素原子は一般式（V-b
）、一般式（V-c）又は一般式（V-d）で表される置換基によって置換されていても良い。
）
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【化１０】

（式中、R81、R82、R83、R84、R85、R86、R87、R88及びR89はそれぞれ独立的に水素原子
、ハロゲン原子又は炭素原子数１～５のアルキル基を表し、nは０又は１を表す。）
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、液晶ディスプレイ等の光学補償に使用される重合性液晶組成物を用いたパ
ターン化位相差フィルムの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半透過型液晶ディスプレイの性能向上に有用な技術として、パターン化位相差フィルム
の利用が提案されている（非特許文献１～３、特許文献１～２）。これは、一画素を透過
領域と反射領域に分け、一方の領域にのみ位相差フィルムを設けるもので、20～100μｍ
程度の幅で位相差フィルムの有り無しがパターン化された位相差フィルムを使用するもの
である。
【０００３】
　このようなパターン化位相差フィルムは例えば、図１～３に示すような手順で作製する
ことができる。
　しかし、従来技術の製造方法によって作製されたパターン化位相差フィルムの断面形状
は、矩形状ではなく、図４に示すような外形をしている。
　図４で示された側壁角が小さいと、透過領域と反射領域の境界部分において位相差が連
続的に変化する領域が大きくなってしまうという問題がある。この領域は、図４に示した
「幅」に相当する。この部分は表示品位を下げてしまうので、なるべく小さくする必要が
ある。しかしながら、従来の技術では側壁角は通常17度程度しか実現できておらず、パタ
ーン化位相差フィルム応用の障害となっていた。
【０００４】
【非特許文献１】C.Doornkamp, B.M.I. van der Zande, S.J. Roosendaal, L.W.G. Sofme
el, J.J. van Glabbeek, J.T.M. Osenga, J.A.M. Steenbakkers, "Next generation mobi
le LCDs with in-cell retarders", IDW’03, 685(2003).
【非特許文献２】S.J.Roosendaal, B.M.I. van der Zande, A.C.Nieuwkerk, C.A. Render
s, J.T.M. Osenga, C. Doornkamp, E.Peeters, J. Bruinink, J.A.M.M. van Haaren and 
S.Takahashi, "Novel High Performance Transflective LCD with a Patterned Retarder
", SID’03, 78(2003).
【非特許文献３】C.Doornkamp, S.J.Roosendaal, B.M.I. van der Zande, L.W.G. Stofme
el, J.J. van Glabbeek, J.T.M. Osenga, "Novel Transflective LCD with Ultra-wide V
iewing Angle", SID’04, 670(2004).
【特許文献１】特開２００５－３３８２５６号公報
【特許文献２】特開２００６－９８６２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】



(6) JP 5211845 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

【０００５】
　本願発明の目的は、パターン化位相差フィルムの上記で定義した側壁角を大きくする製
造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために鋭意検討した結果、特定の製造条件を設定することが有効で
あることを見出し、本願発明の完成に至った。
【０００７】
　本願発明は、基板に重合性液晶組成物を坦持させて重合性液晶組成物層を形成する第一
工程、重合性液晶組成物層にマスクを介して活性エネルギー線を照射することにより露光
部を硬化させる第二工程、未硬化部を除去する第三工程を含んでなるパターン化位相差フ
ィルムの製造方法において、マスクと重合性液晶組成物層との距離ｄ（μｍ）と活性エネ
ルギー線の平行度θ（度）が、以下式（１）
　ｄ×tan（θ）　式（１）
で計算される値が5.3以下であり、かつ、重合性液晶組成物層が含有する重合禁止剤の濃
度（ppm）を、重合性液晶組成物層が含有する重合開始剤の濃度（%）で除した値が333～3
750の範囲であることを特徴とするパターン化位相差フィルムの製造方法を提供する。
【発明の効果】
【０００８】
　本願発明の製造方法を適用してパターン化位相差フィルムを作製すると、側壁角を大き
くできる。得られたパターン化位相差フィルムを用いると、ディスプレイの表示品位を向
上できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下に本願発明による重合性液晶組成物の最良の形態について説明する。本願発明は式
（１）で計算される値（以後、この値をパラメータAと呼ぶ）が5.3以下であることを特徴
とするが、3.0以下が好ましく、1.5以下が更に好ましい。
【００１０】
　マスクと重合性液晶組成物層との距離ｄは、150μｍ以下が好ましく、100μｍ以下が更
に好ましく、80μｍ以下が特に好ましい。50μｍ以下にすれば更に良い結果が得られるも
のの、距離ｄをあまり小さくするとマスクと重合性液晶組成物層が接触してしまうので、
実用上は10μｍ以上にすることが好ましい。平行度θは5度以下が好ましく、4度以下が更
に好ましく、3度以下が特に好ましい。
【００１１】
　重合性液晶組成物には3～5質量%の重合開始剤、1000～15000ppmの重合性禁止剤を含有
させることが好ましい。重合開始剤としては、ベンゾインエーテル類、ベンゾフェノン類
、アセトフェノン類、ベンジルケタール類、アシルフォスフィンオキサイド等が挙げられ
る。具体的には、「Irugarue-819」、「Irugarue-651」、「Irugarue-184D」、「Irugaru
e-1800」、「Irugarue-907」、「Irugarue-369」（以上、チバスペシャリティケミカルズ
社製）、「ルシリンTPO」（BASF社製）が挙げられる。これらの中でも、硬化時の雰囲気
を窒素置換をしなくても硬化性を確保できる「Irugarue-907」、「Irugarue-369」が好ま
しく、硬化性が優れる「Irgacure-907」が最も好ましい。
【００１２】
　重合禁止剤としては、例えば、ヒドロキノン、ヒドロキノンモノアルキルエーテル類、
第三ブチルカテコール類、ピロガロール類、チオフェノール類、ニトロ化合物類、β－ナ
フチルアミン類、β－ナフトール類、ニトロソ化合物等が挙げられる。より具体的にはメ
トキシフェノール、2,6-ジ-tert-ブチルフェノールを挙げることができる。重合開始剤と
重合禁止剤の好ましい組み合わせの一例は、重合開始剤として「Irgacure-907」、重合禁
止剤として「メトキシフェノール」の組み合わせである。重合禁止剤の添加濃度をB（ppm
）、重合開始剤の濃度をC（%）としたとき、B/C（以後、この値をパラメータDと呼ぶ）が
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333～3750になるように設定することが好ましく、600～2500が更に好ましく、800～2000
が特に好ましい。パラメータDが小さいと解像度と側壁角が悪化する傾向があり、パラメ
ータDが大きいと硬化性が悪化する傾向がある。パラメータAが3.0以上5.3以下の場合には
、パラメータDを800～3750に設定するのが好ましく、パラメータAが1.5以上3.0未満の場
合には、パラメータDを600～2500に設定するのが好ましく、パラメータAが1.5未満の場合
には、パラメータDを300～2000に設定するのが好ましい。
【００１３】
　また、パラメータDをパラメータAで除した値は190以上に設定することが好ましく、380
以上に設定することが更に好ましく、830以上に設定することが特に好ましい。
基板に重合性液晶組成物を坦持させて重合性液晶組成物層を形成する第一工程としては、
例えば、重合性液晶組成物を溶媒に溶解させ、これを基板上に塗布し、さらに溶媒を揮発
させる方法を挙げることができる。重合性液晶を溶剤に溶解させないで、そのまま、基板
上に塗布することも可能である。好適な有機溶媒として例えばトルエン、キシレン、クメ
ンなどのアルキル置換ベンゼンやプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、
酢酸ブチル、シクロヘキサノン、シクロペンンタノン等を挙げることができる。さらにこ
れらの溶媒にジメチルホルムアミド、γ－ブチロラクトン、N-メチルピロリジノン、メチ
ルエチルケトン、酢酸エチル等を添加しても良い。溶媒を揮発させる方法としては60～15
0℃、さらに好ましくは80℃～120℃での加熱を、15～120秒、さらに好ましくは30～90秒
の間行う方法を例示することができる。この加熱の他に、減圧乾燥を組み合わせることも
できる。塗布の方法としては、スピンコーティング、ダイコーティング、エクストルージ
ョンコーティング、ロールコーティング、ワイヤーバーコーティング、グラビアコーティ
ング、スプレーコーティング、ディッピング、プリント法等を挙げることができる。
【００１４】
　活性エネルギー線としては紫外線を使用することが好ましい。
【００１５】
　照射量は50～900mJ/cm2が好ましく、60～500mJ/cm2が更に好ましく、80～300mJ/cm2が
特に好ましい。照射量が少ないと、得られる位相差フィルムの機械的特性や耐熱性が悪化
する傾向がある。一方、照射量が多いと機械的特性や耐熱性は良くなるものの、解像度が
悪くなり、細かいパターンを形成することが困難になる傾向や、側壁角が小さくなってし
まう傾向がある。また、紫外線の強度の設定も重要である。紫外線強度は2～100mW/cm2が
好ましく、10～50mW/cm2が更に好ましい。紫外線強度が弱いとマスク露光に必要な時間が
長くなり生産性が悪化する傾向がある。紫外線強度が強いと、解像度や側壁角が小さくな
ってしまう傾向がある。
【００１６】
　未硬化部を除去する工程としては、溶剤を用いて溶解洗浄する方法を挙げることができ
る。溶剤としては、重合性液晶材料組成物を溶解し、かつ硬化した重合性液晶組成物にダ
メージを与えない有機溶媒を選択することが好ましい。有機溶媒としては、トルエン、キ
シレン、クメンなどのアルキル置換ベンゼンやプロピレングリコールモノメチルエーテル
アセテート、酢酸ブチル、シクロヘキサノン、シクロペンンタノン等を挙げることができ
る。溶媒に接触させる時間は10秒以上が好ましく、20秒以上が好ましい。溶媒の中に浸漬
させて良いし、溶媒をシャワー状に吹きかけても良い。溶媒に接触させる時間が短いと、
未硬化部分が残存する傾向があり、5分以上溶媒に接触させると、得られた位相差フィル
ムが溶媒を含んで膨潤する傾向が強くなる。
【００１７】
　マスク露光時のUV照射量が少ないと得られる位相差フィルムの機械的特性や耐熱性が悪
化する傾向があると上述した。これを改善するためには、第三工程の後に再度活性エネル
ギー線を照射することが有効である。照射量は100mJ/cm2～2000mJ/cm2が好ましく、150～
1500mJ/cm2が更に好ましく、200～1000mJ/cm2が特に好ましい。
　重合性液晶組成物としては、一般式（I）
【００１８】
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【化１】

【００１９】
（式中、Pは反応性官能基を表し、Spは炭素原子数１～２０のスペーサー基を表し、mは０
又は１を表し、MGはメソゲン基又はメソゲン性支持基を表し、R1は、ハロゲン原子、シア
ノ基又は炭素原子数１～２５のアルキル基を表すが、該アルキル基は１つ以上のハロゲン
原子又はCNにより置換されていても良く、この基中に存在する１つのCH2基又は隣接して
いない２つ以上のCH2基はそれぞれ相互に独立して、酸素原子が相互に直接結合しない形
で、-O-、-S-、-NH-、-N(CH3)-、-CO-、-COO-、-OCO-、-OCOO-、-SCO-、-COS-又は-C≡C-
により置き換えられていても良く、あるいはR1は一般式（I-a）
【００２０】
【化２】

（式中、Pは反応性官能基を表し、Spは炭素原子数１～２０のスペーサー基を表し、mは０
又は１を表す。）で表される構造を表す。）で表される化合物を含有する請求項１記載の
パターン化位相差フィルムの製造方法。
一般式（I）において、Spがアルキレン基を表し（該アルキレン基は１つ以上のハロゲン
原子又はCNにより置換されていても良く、この基中に存在する１つのCH2基又は隣接して
いない２つ以上のCH2基はそれぞれ相互に独立して、酸素原子が相互に直接結合しない形
で、-O-、-S-、-NH-、-N(CH3)-、-CO-、-COO-、-OCO-、-OCOO-、-SCO-、-COS-又は-C≡C-
により置き換えられていても良い。）、MGが一般式（I-b）
【００２１】
【化３】

（式中、A1、A2及びA3はそれぞれ独立的に、1,4-フェニレン基、1,4-シクロヘキシレン基
、1,4-シクロヘキセニル基、テトラヒドロピラン-2,5-ジイル基、1,3-ジオキサン-2,5-ジ
イル基、テトラヒドロチオピラン-2,5-ジイル基、1,4-ビシクロ(2,2,2)オクチレン基、デ
カヒドロナフタレン-2,6-ジイル基、ピリジン-2,5-ジイル基、ピリミジン-2,5-ジイル基
、ピラジン-2,5-ジイル基、1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-2,6-ジイル基、2,6-ナフチ
レン基、フェナントレン-2,7-ジイル基、9,10-ジヒドロフェナントレン-2,7-ジイル基、1
,2,3,4,4a,9,10a-オクタヒドロフェナントレン2,7-ジイル基又はフルオレン2,7-ジイル基
を表し、該1,4-フェニレン基、1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-2,6-ジイル基、2,6-ナ
フチレン基、フェナントレン-2,7-ジイル基、9,10-ジヒドロフェナントレン-2,7-ジイル
基、1,2,3,4,4a,9,10a-オクタヒドロフェナントレン2,7-ジイル基及びフルオレン2,7-ジ
イル基は置換基として１個以上のF、Cl、CF3、OCF3、シアノ基、炭素原子数１～８のアル
キル基、アルコキシ基、アルカノイル基、アルカノイルオキシ基、炭素原子数２～８のア
ルケニル基、アルケニルオキシ基、アルケノイル基又はアルケノイルオキシ基を有してい
ても良く、Z0、Z1、Z2及びZ3はそれぞれ独立して、-COO-、-OCO-、-CH2 CH2-、-OCH2-、-
CH2O-、-CH=CH-、-C≡C-、-CH=CHCOO-、-OCOCH=CH-、-CH2CH2COO-、-CH2CH2OCO-、-COO C
H2CH2-、-OCOCH2CH2-、-CONH-、-NHCO-又は単結合を表し、nは０、１又は２を表す。）で
表される構造を表し、Pが一般式（I-c）、一般式（I-d）及び一般式（I-e）
【００２２】
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【化４】

【００２３】
（式中、R21、R22、R23、R31、R32、R33、R41、R42及びR43はそれぞれ独立的に水素原子
、ハロゲン原子又は炭素原子数１～５のアルキル基を表し、nは０又は１を表す。）で表
される置換基からなる群より選ばれる置換基を表す、で表される化合物を含有するものが
好ましい。
　ここで、重合性液晶組成物に含有される化合物として、より具体的には一般式（II）
【００２４】
【化５】

　又、一般式（III）
【００２５】

【化６】

（式中、Z1は水素原子、ハロゲン原子、シアノ基又は炭素原子数１～２０の炭化水素基を
表し、Z2は水素原子又はメチル基を表し、tは０又は1を表し、A、B及びCはそれぞれ独立
的に、1,4－フェニレン基、隣接しないCH基が窒素で置換された1,4－フェニレン基、1,4
－シクロヘキシレン基、１つ又は隣接しない２つのCH2基が酸素又は硫黄原子で置換され
た1,4－シクロヘキシレン基、1,4－シクロヘキセニレン基を表すが、式中に存在する1,4
－フェニレン基は炭素原子数１～７のアルキル基、アルコキシ基、アルカノイル基、シア
ノ基又はハロゲン原子で一つ以上置換されていても良く、Y3及びY4はそれぞれ独立的に単
結合、-CH2CH2-、-CH2O-、-OCH2-、-COO-、-OCO-、-C≡C-、-CH=CH-、-CF=CF-、-（CH2）

4-、-CH2CH2CH2O-、-OCH2CH2CH2-、-CH=CHCH2CH2-、-CH2CH2CH=CH-、-CH=CHCOO-、-OCOCH
=CH-、-CH2CH2COO-、-CH2CH2OCO-、-COO CH2CH2-又は-OCOCH2CH2-を表し、Y5は単結合、-
O-、-COO-、-OCO-又は-CH=CHCOO-を表す。）で表されるで表される化合物を用いると、重
合性液晶組成物の粘度低減が可能で、また液晶温度範囲を室温もしくは室温付近まで低減
できるので好ましい。
　又、一般式（IV）
【００２６】
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【００２７】
（式中、Z3は水素原子、ハロゲン原子、シアノ基又は炭素原子数１～２０の炭化水素基を
表し、Z4は水素原子又はメチル基を表し、W3は単結合、-O-、-COO-又は-OCO-を表し、vは
２～１８の整数を表し、uは０又は１を表し、D、E及びFはそれぞれ独立的に、1,4－フェ
ニレン基、隣接しないCH基が窒素で置換された1,4－フェニレン基、1,4－シクロヘキシレ
ン基、１つ又は隣接しない２つのCH2基が酸素又は硫黄原子で置換された1,4－シクロヘキ
シレン基、1,4－シクロヘキセニレン基を表すが、式中に存在する1,4－フェニレン基は炭
素原子数１～７のアルキル基、アルコキシ基、アルカノイル基、シアノ基又はハロゲン原
子で一つ以上置換されていても良く、Y6及びY7はそれぞれ独立的に単結合、-CH2CH2-、-C
H2O-、-OCH2-、-COO-、-OCO-、-C≡C-、-CH=CH-、-CF=CF-、-（CH2）4-、-CH2CH2CH2O-、
-OCH2CH2CH2-、-CH=CHCH2CH2-、-CH2CH2CH=CH-、-CH=CHCOO-、-OCOCH=CH-、-CH2CH2COO-
、-CH2CH2OCO-、-COO CH2CH2-又は-OCOCH2CH2-を表し、Y8は単結合、-O-、-COO-、-OCO-
又は-CH=CHCOO-を表す。）で表される化合物を用いると、重合性液晶組成物の粘度を大幅
に増加させることなく液晶物性を調節できるので好ましい。
【００２８】
　一般式（I）で表される化合物の具体例を以下に挙げることができる。
【００２９】
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【００３０】
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【化９】

【００３１】
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【化１０】

【００３２】
（式中、j、k、l及びmはそれぞれ独立的に２～１８の整数を表す。）
又、一般式（II）で表される化合物の具体例を以下に挙げることができる。
【００３３】
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【化１１】

【００３４】
（式中、j及びkはそれぞれ独立的に２～１８の整数を表す。）
又、一般式（III）で表される化合物の具体的な例として、化合物の構造と相転移温度を
以下に挙げることができる。
【００３５】

【化１２】

【００３６】
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【化１３】

【００３７】
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【化１４】

【００３８】
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（式中、シクロヘキサン環はトランスシクロヘキサン環を表し、数字は相転移温度を表し
、Cは結晶相、Nはネマチック相、Sはスメクチック相、Iは等方性液体相をそれぞれ表す。
）
　又、一般式（IV）で表される化合物の具体例を以下に挙げることができる。
【００３９】
【化１５】

【００４０】
（式中、X1は水素原子又はメチル基を表し、Rは炭素原子数１から２０のアルキル基を表
す。）
　又、円盤状化合物は、ベンゼン誘導体、トリフェニレン誘導体、トルキセン誘導体、フ
タロシアニン誘導体又はシクロヘキサン誘導体を分子の中心の母核とし、直鎖のアルキル
基、直鎖のアルコキシ基又は置換ベンゾイルオキシ基がその側鎖として放射状に置換した
構造であることが好ましく、一般式（V）で表される
【００４１】
【化１６】

（式中、R5はそれぞれ独立して一般式（V-a）で表される置換基を表す。）
【００４２】
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【化１７】

【００４３】
（式中、R6及びR7はそれぞれ独立的に水素原子、ハロゲン原子又はメチル基を表し、R8は
炭素原子数１～２０アルコキシ基を表すが、該アルコキシ基中の水素原子は一般式（V-b
）、一般式（V-c）又は一般式（V-d）で表される置換基によって置換されていても良い。
）
【００４４】

【化１８】

【００４５】
（式中、R81、R82、R83、R84、R85、R86、R87、R88及びR89はそれぞれ独立的に水素原子
、ハロゲン原子又は炭素原子数１～５のアルキル基を表し、nは０又は１を表す。）で表
される構造を有することがさらに好ましく、一般式（V）においてR8の内少なくとも一つ
は一般式（V-b）、一般式（V-c）又は一般式（V-d）で表される置換基によって置換され
たアルコキシ基を表すことが好ましく、R8の全てが一般式（V-b）、一般式（V-c）又は一
般式（V-d）で表される置換基によって置換されたアルコキシ基を表すことが特に好まし
い。
　さらに、一般式(V-a)は具体的には一般式(V-e)
【００４６】
【化１９】

（式中ｎは２～９の整数を表す）で表される構造を有することが特に好ましい。
　重合性液晶組成物層を形成した時に、液晶分子の配向をホモジニアス配向させることを
目的として、重合性液晶組成物に一般式（VI）
【００４７】
【化２０】

【００４８】
（式中、R1、R2、R3及びR4はそれぞれ独立的に水素原子、ハロゲン原子又は炭素原子数1
～２０の炭化水素基を表し、該炭化水素基中の水素原子は１つ以上のハロゲン原子で置換
されていても良い。）で表される繰り返し単位を有する重量平均分子量が１００以上であ
る化合物を含有させることが好ましい。
【００４９】
　一般式（VI）で表される化合物は、例えばポリエチレン、ポリプロピレン、ポリイソブ
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チレン、パラフィン、流動パラフィン、塩素化ポリプロピレン、塩素化パラフィン、又は
塩素化流動パラフィンが挙げられる。これ以外にも、フッ素原子が導入された化合物はム
ラ抑制の観点からも有効である。　一般式（VI）で表される繰り返し単位を有する化合物
のうち、好適な構造として、式（VI-a）～式（VI-f）
【００５０】
【化２１】

【００５１】
で表される繰り返し単位を有する化合物が挙げられる。中でも、式（VI-a）～式（VI-e）
で表される構造がより好ましく、式（VI-a）及び式（VI-c）で表される構造が特に好まし
い。又、式（VI-a）～式（VI-f）で表される繰り返し単位を有する化合物を２種以上共重
合させた共重合体も好ましい。この場合、式（VI-a）及び式（VI-b）を有する共重合体、
式（VI-a）及び式（VI-c）を有する共重合体、式（VI-a）及び式（VI-f）を有する共重合
体、及び、式（VI-a）、（VI-b）及び式（VI-f）を有する共重合体がより好ましく、式（
VI-a）及び式（VI-b）を有する共重合体、及び、式（VI-a）、（VI-b）及び式（VI-f）を
有する共重合体が特に好ましい。
【００５２】
　該化合物の重量平均分子量は、小さすぎるとチルト角を減じる効果が乏しくなり、大き
すぎると配向が長時間安定しないため最適な範囲が存在する。具体的には、２００～１０
０００００であることが好ましく、３００～１０００００であることがさらに好ましく、
４００～８００００であることが特に好ましい。
【００５３】
　又、該化合物を、重合性液晶組成物中に０．０１～５質量％含有することが好ましく、
０．０５～２質量％含有することがより好ましく、０．１～1質量％含有することが特に
好ましい。
重合性液晶組成物層の形成した時に表面の平滑性を確保するために、界面活性剤を添加す
ることが好ましい。界面活性剤は、イオン性界面活性剤、非イオン性界面活性剤の区別は
ない。含有することができる界面活性剤としては、アルキルカルボン酸塩、アルキルリン
酸塩、アルキルスルホン酸塩、フルオロアルキルカルボン酸塩、フルオロアルキルリン酸
塩、フルオロアルキルスルホン酸塩、ポリオキシエチレン誘導体、フルオロアルキルエチ
レンオキシド誘導体、ポリエチレングリコール誘導体、アルキルアンモニウム塩、フルオ
ロアルキルアンモニウム塩類、シリコーン誘導体等をあげることができ、特に含フッ素界
面活性剤、シリコーン誘導体が好ましい。
【００５４】
更に具体的には「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－１１０」、「ＭＥＧＡＦＡＣＦ－１１３」、「Ｍ
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ＥＧＡＦＡＣ Ｆ－１２０」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－８１２」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－
１４２Ｄ」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－１４４Ｄ」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－１５０」、「Ｍ
ＥＧＡＦＡＣ Ｆ－１７１」、「ＭＥＧＡＦＡＣＦ－１７３」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－１
７７」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－１８３」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－１９５」、「ＭＥＧＡ
ＦＡＣ Ｆ－８２４」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－８３３」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－１１４
」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－４１０」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－４９３」、「ＭＥＧＡＦＡ
Ｃ Ｆ－４９４」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－４４３」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－４４４」、
「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－４４５」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－４４６」、「ＭＥＧＡＦＡＣ 
Ｆ－４７０」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－４７１」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－４７４」、「Ｍ
ＥＧＡＦＡＣ Ｆ－４７５」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－４７７」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－
４７８」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－４７９」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－４８０ＳＦ」、「Ｍ
ＥＧＡＦＡＣ Ｆ－４８２」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－４８３」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－
４８４」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－４８６」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－４８７」、「ＭＥＧ
ＡＦＡＣ Ｆ－４８９」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－１７２Ｄ」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－１
７８Ｋ」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－１７８ＲＭ」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｒ－０８」、「ＭＥ
ＧＡＦＡＣ Ｒ－３０」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｆ－４７２ＳＦ」、「ＭＥＧＡＦＡＣ ＢＬ
－２０」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｒ－６１」、「ＭＥＧＡＦＡＣ Ｒ－９０」、「ＭＥＧＡＦ
ＡＣ ＥＳＭ－１」、「ＭＥＧＡＦＡＣ ＭＣＦ－３５０ＳＦ」（以上、DIC株式会社製）
、「フタージェント１００」、「フタージェント１００Ｃ」、「フタージェント１１０」
、「フタージェント１５０」、「フタージェント１５０ＣＨ」、「フタージェントＡ」、
「フタージェント１００Ａ-Ｋ」、「フタージェント５０１」、「フタージェント３００
」、「フタージェント３１０」、「フタージェント３２０」、「フタージェント４００Ｓ
Ｗ」、「ＦＴＸ-４００Ｐ」、「フタージェント２５１」、「フタージェント２１５Ｍ」
、「フタージェント２１２ＭＨ」、「フタージェント２５０」、「フタージェント２２２
Ｆ」、「フタージェント２１２Ｄ」、「ＦＴＸ-２１８」、「ＦＴＸ-２０９Ｆ」、「ＦＴ
Ｘ-２１３Ｆ」、「ＦＴＸ-２３３Ｆ」、「フタージェント２４５Ｆ」、「ＦＴＸ-２０８
Ｇ」、「ＦＴＸ-２４０Ｇ」、「ＦＴＸ-２０６Ｄ」、「ＦＴＸ-２２０Ｄ」、「ＦＴＸ-２
３０Ｄ」、「ＦＴＸ-２４０Ｄ」、「ＦＴＸ-２０７Ｓ」、「ＦＴＸ-２１１Ｓ」、「ＦＴ
Ｘ-２２０Ｓ」、「ＦＴＸ-２３０Ｓ」、「ＦＴＸ-７５０ＦＭ」、「ＦＴＸ-７３０ＦＭ」
、「ＦＴＸ-７３０ＦＬ」、「ＦＴＸ-７１０ＦＳ」、「ＦＴＸ-７１０ＦＭ」、「ＦＴＸ-
７１０ＦＬ」、「ＦＴＸ-７５０ＬＬ」、「ＦＴＸ-７３０ＬＳ」、「ＦＴＸ-７３０ＬＭ
」、「ＦＴＸ-７３０ＬＬ」、「ＦＴＸ-７１０ＬＬ」（以上、ネオス社製）、「ＢＹＫ－
３００」、「ＢＹＫ－３０２」、「ＢＹＫ－３０６」、「ＢＹＫ－３０７」、「ＢＹＫ－
３１０」、「ＢＹＫ－３１５」、「ＢＹＫ－３２０」、「ＢＹＫ－３２２」、「ＢＹＫ－
３２３」、「ＢＹＫ－３２５」、「ＢＹＫ－３３０」、「ＢＹＫ－３３１」、「ＢＹＫ－
３３３」、「ＢＹＫ－３３７」、「ＢＹＫ－３４０」、「ＢＹＫ－３４４」、「ＢＹＫ－
３７０」、「ＢＹＫ－３７５」、「ＢＹＫ－３７７」、「ＢＹＫ－３５０」、「ＢＹＫ－
３５２」、「ＢＹＫ－３５４」、「ＢＹＫ－３５５」、「ＢＹＫ－３５６」、「ＢＹＫ－
３５８Ｎ」、「ＢＹＫ－３６１Ｎ」、「ＢＹＫ－３５７」、「ＢＹＫ－３９０」、「ＢＹ
Ｋ－３９２」、「ＢＹＫ－ＵＶ３５００」、「ＢＹＫ－ＵＶ３５１０」、「ＢＹＫ－ＵＶ
３５７０」、「ＢＹＫ－Ｓｉｌｃｌｅａｎ３７００」（以上、ビックケミー・ジャパン社
製）、「ＴＥＧＯ Ｒａｄ２１００」、「ＴＥＧＯ Ｒａｄ２２００Ｎ」、「ＴＥＧＯ Ｒ
ａｄ２２５０」、「ＴＥＧＯ Ｒａｄ２３００」、「ＴＥＧＯ Ｒａｄ２５００」、「ＴＥ
ＧＯ Ｒａｄ２６００」、「ＴＥＧＯ Ｒａｄ２７００」（以上、テゴ社製）等の例をあげ
ることができる。
【００５５】
界面活性剤の好ましい添加量は、重合性液晶組成物中に含有される界面活性剤以外の成分
や、使用温度等によって異なるが、重合性液晶組成物中に０．０１～１質量％含有するこ
とが好ましく、０．０２～０．５質量％含有することがさらに好ましく、０．０３～０．
１質量％含有することが特に好ましい。含有量が０．０１質量％より低いときは膜厚ムラ
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低減効果が得にくい。一般式（VI）で表される繰り返し単位を有する重量平均分子量が１
００以上である化合物の含有量と界面活性剤の含有量の合計が０．０２～０．５質量％で
あることが好ましく、０．０５～０．４質量％含有することがさらに好ましく、０．１～
０．２質量％含有することが特に好ましい。
【実施例】
【００５６】
　以下、実施例を挙げて本願発明を更に詳述するが、本願発明はこれらの実施例に限定さ
れるものではない。実施例の述べるパターン化位相差フィルムの解像度、幅、側壁角はレ
ーザー顕微鏡（キーエンス社製VK-9510）によって測定した。重量平均分子量は、TSKgel 
GMHXLを２本と、TSKgel G2000HXL、TSKgel G1000HXL（何れも東ソー製）のカラムを使用
したGPC分析装置（東ソー社製HLC-8220GPC）により、溶媒テトラヒドロフラン、示差屈折
計検出により検出し、ポリスチレン換算で求めた。
（参考例１）
　式(a)の化合物40質量%
【００５７】
【化２２】

式(b)の化合物20質量%
【００５８】

【化２３】

式（c）の化合物25質量%
【００５９】
【化２４】

式（d）の化合物5質量％
【００６０】
【化２５】

式（e）の化合物10質量%
【００６１】

【化２６】

からなる重合性液晶組成物（A）を調整した。重合性液晶組成物（A）質量93.35%に、光重
合開始剤Irgacure-907（チバスペシャリティケミカルズ社製）5.0質量%、重量平均分子量
600の流動パラフィン（関東化学社製）を0.1質量%、ＦＴＸ－７３０ＬＳ（ネオス社製）0
.05質量%、重合禁止剤4-メトキシフェノールを15000ppm添加した重合性液晶組成物（A1）
を調製した。
【００６２】
（参考例２）
　重合性液晶組成物（A）質量94.35%に、光重合開始剤Irgacure-907（チバスペシャリテ
ィケミカルズ社製）5.0質量%、重量平均分子量600の流動パラフィン（関東化学社製）を0
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.1質量%、ＦＴＸ－７３０ＬＳ（ネオス社製）0.05質量%、重合禁止剤4-メトキシフェノー
ルを5000ppm添加した重合性液晶組成物（A2）を調製した。
【００６３】
（参考例３）
　重合性液晶組成物（A）質量94.75%に、光重合開始剤Irgacure-907（チバスペシャリテ
ィケミカルズ社製）5.0質量%、重量平均分子量600の流動パラフィン（関東化学社製）を0
.1質量%、ＦＴＸ－７３０ＬＳ（ネオス社製）0.05質量%、重合禁止剤4-メトキシフェノー
ルを1000ppm添加した重合性液晶組成物（A3）を調製した。
【００６４】
（実施例１）
　重合性液晶組成物（A2）を25%質量含有するプロピレングリコールモノメチルエーテル
アセテート溶液を調製した。これをラビング処理を施したポリイミド配向膜付きのガラス
基板にスピンコート（570回転/分、15秒）した。スピンコートした基板を70℃で2分間乾
燥した。このようにして形成した重合性液晶組成物層に、100μｍの間隔をもってマスク
（エドモンド社製　1951USAFテストターゲット）設置し、その上から平行度3度のUV光源
を照射してマスク露光を行った。UV光源の強度は20mW/cm2に設定し、3秒間照射すること
により60mJ/cm2のエネルギー量を照射した。次に基板をプロピレングリコールモノメチル
エーテルアセテートに30秒浸漬することにより、未硬化部を除去した。この処理を行った
基板に付着している溶剤をエアブローで揮発させることにより、パターン化位相差フィル
ムを得た。このようにして得られたパターン化位相差フィルムの解像度は15.6μｍ、幅は
5.7μｍ、側壁角は18.3度、厚みは1.9μｍであった。
　位相差フィルムの位相差は342nmであった。また、得られた位相差フィルムを240℃で1
時間加熱したところ、位相差は加熱前位相差の83.0%の大きさとなった。
【００６５】
（実施例2）
　距離を50μｍに変更した以外は、実施例１と同様にしてパターン化位相差フィルムを得
た。得られたパターン化位相差フィルムの解像度は6.2μｍ、幅は1.9μｍ、側壁角は44.9
度であった。
（実施例3）
　距離を23μｍに変更した以外は、実施例１と同様にしてパターン化位相差フィルムを得
た。得られたパターン化位相差フィルムの解像度は11.0μｍ、幅は2.8μｍ、側壁角は34.
6度であった。
【００６６】
（実施例4）
　距離を12μｍに変更した以外は、実施例１と同様にしてパターン化位相差フィルムを得
た。得られたパターン化位相差フィルムの解像度は8.8μｍ、幅は2.9μｍ、側壁角は33.5
度であった。
（実施例5）
　照射時間を5秒間にしてUV照射量を100mJ/cm2にした以外は、実施例１と同様にしてパタ
ーン化位相差フィルムを得た。得られたパターン化位相差フィルムの解像度は31.3μｍ、
幅は5.5μｍ、側壁角は19.2度であった。
【００６７】
（実施例6）
　照射時間を5秒間にしてUV照射量を100mJ/cm2にし、かつ距離を50μｍに変更した以外は
、実施例１と同様にしてパターン化位相差フィルムを得た。得られたパターン化位相差フ
ィルムの解像度は15.6μｍ、幅は2.9μｍ、側壁角は33.7度であった。
（実施例７）
　照射時間を5秒間にしてUV照射量を100mJ/cm2にし、かつ距離を23μｍに変更した以外は
、実施例１と同様にしてパターン化位相差フィルムを得た。得られたパターン化位相差フ
ィルムの解像度は13.9μｍ、幅は1.9μｍ、側壁角は44.7度であった。



(23) JP 5211845 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

【００６８】
（実施例8）
　照射時間を5秒間にしてUV照射量を100mJ/cm2にし、かつ距離を23μｍに変更した以外は
、実施例１と同様にしてパターン化位相差フィルムを得た。得られたパターン化位相差フ
ィルムの解像度は13.9μｍ、幅は1.9μｍ、側壁角は44.7度であった。
（実施例9）
　照射時間を5秒間にしてUV照射量を140mJ/cm2にした以外は、実施例１と同様にしてパタ
ーン化位相差フィルムを得た。得られたパターン化位相差フィルムの解像度は78.7μｍ、
幅は4.9μｍ、側壁角は21.2度であった。
【００６９】
（実施例10）
　照射時間を7秒間にしてUV照射量を140mJ/cm2にし、かつ距離を50μｍに変更した以外は
、実施例１と同様にしてパターン化位相差フィルムを得た。得られたパターン化位相差フ
ィルムの解像度は22.1μｍ、幅は2.0μｍ、側壁角は43.0度であった。
（実施例11）
　照射時間を5秒間にしてUV照射量を140mJ/cm2にし、かつ距離を23μｍに変更した以外は
、実施例１と同様にしてパターン化位相差フィルムを得た。得られたパターン化位相差フ
ィルムの解像度は19.7μｍ、幅は2.0μｍ、側壁角は43.7度であった。
【００７０】
（実施例12）
　照射時間を5秒間にしてUV照射量を140mJ/cm2にし、かつ距離を12μｍに変更した以外は
、実施例１と同様にしてパターン化位相差フィルムを得た。得られたパターン化位相差フ
ィルムの解像度は19.7μｍ、幅は1.9μｍ、側壁角は45.0度であった。
（実施例13）
　UV光源の強度は8mW/cm2に設定し、12.5秒間照射することにより100mJ/cm2のエネルギー
量は照射した以外は、実施例１と同様にしてパターン化位相差フィルムを得た。得られた
パターン化位相差フィルムの解像度は55.7μｍ、幅は5.6μｍ、側壁角は18.7度であった
。
【００７１】
（実施例14）
　UV光源の強度は8mW/cm2に設定し、12.5秒間照射することにより100mJ/cm2のエネルギー
量は照射し、かつ距離を50μｍに変更した以外は、実施例１と同様にしてパターン化位相
差フィルムを得た。得られたパターン化位相差フィルムの解像度は17.5μｍ、幅は1.9μ
ｍ、側壁角は45.0度であった。
（実施例15）
　UV光源の強度は8mW/cm2に設定し、12.5秒間照射することにより100mJ/cm2のエネルギー
量は照射し、かつ距離を23μｍに変更した以外は、実施例１と同様にしてパターン化位相
差フィルムを得た。得られたパターン化位相差フィルムの解像度は12.4μｍ、幅は1.9μ
ｍ、側壁角は44.7度であった。
【００７２】
（実施例16）
　UV光源の強度は8mW/cm2に設定し、12.5秒間照射することにより100mJ/cm2のエネルギー
量は照射し、かつ距離を12μｍに変更した以外は、実施例１と同様にしてパターン化位相
差フィルムを得た。得られたパターン化位相差フィルムの解像度は9.8μｍ、幅は1.8μｍ
、側壁角は46.5度であった。
（実施例17）
　重合性液晶組成物（A2）を、重合性液晶組成物（A1）に変更した以外は実施例１と同様
にしてパターン化位相差フィルムを得た。得られたパターン化位相差フィルムの解像度は
8.8μｍ、幅は5.5μｍ、側壁角は19.1度であった。
【００７３】
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（実施例18）
　重合性液晶組成物（A2）を、重合性液晶組成物（A1）に変更し、かつ距離を50μｍに変
更した以外は実施例１と同様にしてパターン化位相差フィルムを得た。得られたパターン
化位相差フィルムの解像度は8.8μｍ、幅は2.7μｍ、側壁角は34.8度であった。
（実施例19）
　重合性液晶組成物（A2）を、重合性液晶組成物（A1）に変更し、照射時間を5秒間にし
てUV照射量を100mJ/cm2にした以外は、実施例１と同様にしてパターン化位相差フィルム
を得た。得られたパターン化位相差フィルムの解像度は12.4μｍ、幅は4.1μｍ、側壁角
は24.9度であった。
【００７４】
（実施例20）
　重合性液晶組成物（A2）を、重合性液晶組成物（A1）に変更し、照射時間を7秒間にし
てUV照射量を140mJ/cm2にした以外は、実施例１と同様にしてパターン化位相差フィルム
を得た。得られたパターン化位相差フィルムの解像度は17.5μｍ、幅は3.6μｍ、側壁角
は28.2度であった。
【００７５】
（比較例１）
　重合性液晶組成物（A2）を、重合性液晶組成物（A3）に変更した以外は、実施例１と同
様にしてパターン化位相差フィルムを得た。得られたパターン化位相差フィルムの解像度
は125.0μｍ、幅は13.4μｍ、側壁角は8.1度であった。
（比較例２）
　重合性液晶組成物（A2）を、重合性液晶組成物（A3）に変更し、かつ距離を50μｍに変
更した以外は、実施例１と同様にしてパターン化位相差フィルムを得た。得られたパター
ン化位相差フィルムの解像度は99.2μｍ、幅は8.2μｍ、側壁角は13.1度であった。
【００７６】
（比較例3）
　重合性液晶組成物（A2）を、重合性液晶組成物（A3）に変更し、かつ距離を23μｍに変
更した以外は、実施例１と同様にしてパターン化位相差フィルムを得た。得られたパター
ン化位相差フィルムの解像度は62.5μｍ、幅は6.8μｍ、側壁角は15.6度であった。（比
較例4）
　重合性液晶組成物（A2）を、重合性液晶組成物（A3）に変更し、かつ距離を12μｍに変
更した以外は、実施例１と同様にしてパターン化位相差フィルムを得た。得られたパター
ン化位相差フィルムの解像度は31.3μｍ、幅は6.3μｍ、側壁角は16.8度であった。
【００７７】
（比較例5）
　重合性液晶組成物（A2）を、重合性液晶組成物（A3）に変更し、照射時間を5秒間にし
てUV照射量を100mJ/cm2にした以外は、実施例１と同様にしてパターン化位相差フィルム
を得た。得られたパターン化位相差フィルムの解像度は140.4μｍより悪く、幅は19.7μ
ｍ、側壁角は5.5度であった。
（比較例6）
　重合性液晶組成物（A2）を、重合性液晶組成物（A3）に変更し、照射時間を5秒間にし
てUV照射量を100mJ/cm2にした以外は、実施例１と同様にしてパターン化位相差フィルム
を得た。得られたパターン化位相差フィルムの解像度は111.4μｍ、幅は7.4μｍ、側壁角
は14.5度であった。
【００７８】
（比較例7）
　重合性液晶組成物（A2）を、重合性液晶組成物（A3）に変更し、照射時間を5秒間にし
てUV照射量を100mJ/cm2に変更し、かつ距離を23μｍに変更した以外は、実施例１と同様
にしてパターン化位相差フィルムを得た。得られたパターン化位相差フィルムの解像度は
88.3μｍ、幅は7.1μｍ、側壁角は15.0度であった。
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（比較例8）
　重合性液晶組成物（A2）を、重合性液晶組成物（A3）に変更し、照射時間を5秒間にし
てUV照射量を100mJ/cm2に変更し、かつ距離を12μｍに変更した以外は、実施例１と同様
にしてパターン化位相差フィルムを得た。得られたパターン化位相差フィルムの解像度は
62.5μｍ、幅は6.1μｍ、側壁角は17.3度であった。
【００７９】
（比較例9）
　重合性液晶組成物（A2）を、重合性液晶組成物（A3）に変更し、照射時間を7秒間にし
てUV照射量を140mJ/cm2にした以外は、実施例１と同様にしてパターン化位相差フィルム
を得た。得られたパターン化位相差フィルムの解像度は140.4μｍより悪く、幅は20.7μ
ｍ、側壁角は5.2度であった。
（比較例10）
　重合性液晶組成物（A2）を、重合性液晶組成物（A3）に変更し、照射時間を7秒間にし
てUV照射量を140mJ/cm2にした以外は、実施例１と同様にしてパターン化位相差フィルム
を得た。得られたパターン化位相差フィルムの解像度は140.4μｍより悪く、幅は11.7μ
ｍ、側壁角は9.2度であった。
【００８０】
（比較例11）
　重合性液晶組成物（A2）を、重合性液晶組成物（A3）に変更し、照射時間を7秒間にし
てUV照射量を140mJ/cm2に変更し、かつ距離を23μｍに変更した以外は、実施例１と同様
にしてパターン化位相差フィルムを得た。得られたパターン化位相差フィルムの解像度は
125.0μｍ、幅は9.6μｍ、側壁角は11.3度であった。
【００８１】
（比較例12）
　重合性液晶組成物（A2）を、重合性液晶組成物（A3）に変更し、照射時間を7秒間にし
てUV照射量を140mJ/cm2に変更し、かつ距離を12μｍに変更した以外は、実施例１と同様
にしてパターン化位相差フィルムを得た。得られたパターン化位相差フィルムの解像度は
99.2μｍ、幅は7.6μｍ、側壁角は14.0度であった。
　表１に結果をまとめた。
【００８２】
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【表１】

【００８３】
（実施例21）
　プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートに浸漬する時間を60秒に変更した
以外は実施例１と同様にしてパターン化位相差フィルムを得た。得られたパターン化位相
差フィルムの解像度は13.9μｍ、幅は5.5μｍ、側壁角は19.1度であった。
また、得られた位相差フィルムを240℃で1時間加熱したところ、位相差は加熱前位相差の
84.0%の大きさとなった。
【００８４】
（実施例22）
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートに浸漬する時間を90秒に変更した以
外は実施例１と同様にしてパターン化位相差フィルムを得た。得られたパターン化位相差
フィルムの解像度は13.9μｍ、幅は5.5μｍ、側壁角は19.1度であった。
また、得られた位相差フィルムを240℃で1時間加熱したところ、位相差は加熱前位相差の
84.2%の大きさとなった。
【００８５】
（比較例13）
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートに浸漬する時間を15秒に変更した以
外は実施例１と同様にしてパターン化位相差フィルムを得た。得られたパターン化位相差
フィルムの解像度は17.5μｍ、幅は6.1μｍ、側壁角は17.3度であった。
また、得られた位相差フィルムを240℃で1時間加熱したところ、位相差は加熱前位相差の
81.5%の大きさとなった。
【００８６】
（実施例23）
　実施例１と全く同様にしてパターン化位相差フィルムを製造した後、得られた位相差フ
ィルムにUV光源の強度は20mW/cm2に設定し、マスクを介さずに全面にわたって10秒間照射
することにより200mJ/cm2のエネルギー量を照射した。このように追加のUV露光をした位
相差フィルムを240℃で1時間加熱したところ、位相差は加熱前位相差の86.5%の大きさと
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なった。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】重合性液晶組成物の層の形成をした断面図である。
【図２】マスク露光の断面図である。
【図３】未硬化部を除去した断面図である。
【図４】パターン化位相差フィルムの断面形状図である。
【符号の説明】
【００８８】
１　重合性液晶分子
２　重合性液晶組成物の層
３　配向膜
４　基板
５　UV（紫外線）
６　マスク

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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